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はじめに AlGaN/GaN HEMT は高耐圧、低損失のパワースイッチング用デバイスとして期待されて

いる[1][2]。パワースイッチング用デバイスの開発では、オン抵抗の低減のため、出力電流の高電流化

が重要となる。しかし、高出力電流のためにゲート幅を大きくすると、耐圧が劣化する傾向が見られ

た。この原因を明らかにするため、本研究では、電極形成プロセスのリフトオフ時の超音波洗浄時間と

オーミック電極の熱処理温度が耐圧に与える研究について検討した。 

実験 本研究では、SiC 基板上に MOCVD 法によって AlGaN/GaN ヘテロ構造を成長させたエピ結晶

を用いた。AlGaN 厚は 25 nmで Al 組成は 25%である。オーミック電極(Ti/Al/Mo/Au)を蒸着後、リフト

オフ時の超音波洗浄時間を 0 秒、180 秒、600 秒と変えた。その後、RTA を用いて 30 秒間熱処理を行

った。アニール温度は 800℃、850℃、900℃と変化させた。ゲート電極(Ni/Au)を形成後、表面保護膜

(SiN)を 150nm堆積した。ゲート-ソース間距離 3 m、ゲート長 3 m、ゲート-ドレイン間距離 15 mで

ある。ゲート幅は 100mとした。電極形状の変化を SEM により観察した。 

結果 図１にオーミック電極リフトオフ時の超音波洗浄時間を 0 秒から 600 秒まで変えて試作した

HEMT の耐圧分布を示す。各条件につき 100 点のデバイスを測定し、得られた分布をガウス分布で近

似した。超音波洗浄時間 0 秒のとき平均値は約 1150V を示したのに対し、180 秒で約 950V に減少し、

600秒では 800Vまで減少した。さらに超音波洗浄時間の増加とともに分散も増加した。図２にアニー

ル温度別の耐圧分布を示す。アニール温度 800℃では 1100V を示したのに対し、900℃では 600V まで

低下し、分散も増加した。また耐圧分布の低下が見られた条件のデバイスを観察したところ、電極端の

欠損や変形が確認された。 

まとめ オーミック電極形成時のリフトオフ時間とアニール温度を変え、各条件について耐圧を測

定した。リフトオフ時間の増加につれ耐圧分布の低下と分散の増加が見られた。同様にアニール温度

の高温化につれ耐圧分布の低下と分散の増加が見られた。耐圧が低下したデバイスを観察すると電極

端の不均一性が観察された。 
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図 1. 超音波洗浄時間別の耐圧分布 

 

図 2. アニール温度別の耐圧分布 
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